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Heidelberg ist Markt- und Technologiefihrer im Bogenoffset

Weltweit gréfdter und technologisch
fuhrender Anbieter von Bogenoffset-
Druckl6sungen

Einziger Anbieter durchgéangig vernetzter
Loésungen von der Druckvorstufe bis zur
Weiterverarbeitung

Durch ausgepragte Kunden- und
Marktnahe sowie eine starke
Serviceorientierung klare Differenzierung
vom Wettbewerb

Mehr als 200.000 Kunden in 170 Landern
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Schematischer Aufbau einer Offset - Druckmaschine
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Zielsetzung des Projekts:

Verbesserung der Abriebbestandigkeit
von antiadhasiven Transportoberflachen in Offset-Druckmaschinen
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Bogentransportoberflachen

Entwicklung: Kombination aus Struktur und Beschichtung

Struktur ) V2R Niederenergetische Schicht
unktionale
Oberflache
Galvanisches Abformen Silikon
Strahlen Polysiloxane
Galvanisch Beschichten Fluorpolymere

Folien

Elektropolieren

Laserstrukturieren
Profilschliff
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Materialeigenschaften

» Geringe Oberflachenenergie

> Gute Haftung auf Substraten M’ ;

» Hohe Bestandigkeit gegentber Waschmittel o« &

» UV-Bestandigkeit

> Keine Zersetzung bis 150 °C \ |
> Abriebbestandigkeit e T

Ansatz: SIO,/SICN-basierte hybride Schichten

» SiOx-Nanosole (Partikelgrof3e ~15 nm)
» [SI(NCN)2]n-Nanopulver (Partikelgrof3e ~60 nm) .

» Applikation der Schichten auf Substrate mittels
Rakel-Ziehfilm- oder Sprayverfahren

Quelle: TU Darmstadt
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Ergebnisse: Antiadhasive Eigenschaften

» SiOx-basierte Schichten: hydrophob und oleophob

-H=ID=LB=RC-

» Der Einsatz von [SI(NCN)2]n hat keinen negativen Einfluss auf die
antiadhasiven Eigenschaften der Schichten

Si0O,-Solsystem [SI(NCN),], RW (H,0) RW (HD)
H 5044 -— 109 67
0,05g / 100ml 110 67
0,1g / 100ml 111 68
H 5055 -— 111 68
0,05g / 100ml 111 69
0,1g / 100ml 111 68
H 5057 -— 111 68
0,05g / 100ml 112 68
0,1g / 100ml 111 67

Quelle: FEW Chemicals
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Ergebnisse: Verschleillbestandigkeit /j

Untersuchung zur Abriebbestandigkeit mittels TABER ABRASER Test = !

H5044 H5055 H5057 I‘EW't:HEMICAI-S

Verschlissene Schichten ohne (obere Reihe) und mit Nanopulver (untere Reihe)
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Ergebnisse: Verschleil3bestandigkeit 1_ .: _.[_,__.:;::,- )

Quantifizierung tber die Glanzzahl

Ly
Quelle: FEW Chemicals

DG500 =100 % - (G500 * 100 % / GO )

100
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AGsao [Y%]

al

70

G0

M 0,00g Pubver B / 100ml
W 0,05g Publver B / 100ml
M 0, 10g Pubver B / 100ml

50 1

40 4

30 1

20 1

10+

H 5044 H 5055 H 5057
Silx-bhased nanosol

GO0: Glanzmessungen vor Verschleil3
G500: Glanzmessung nach 500 Zyklen TABER ABRASeR
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Ergebnisse:
Temperatureinfluss auf die Vernetzung der Schichten

SiO, —basierte Schicht (15 min, 130°C — links, 180°C — rechts)

Quelle: TU Darmstadt
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Ergebnisse: Strukturiertes Blech

» Applikation auf ein strukturiertes Blech

» Ebenfalls eine Verbesserung der
VerschleiRbestandigkeit (Charakterisierung
sehr schwierig, Rz > Schichtdicke)

» Upscaling auf 1mm?2 - Blech

» Drucktechnische differenzierung nicht
maoglich
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Zusammenfassung

» Neue nanostrukturierte SiOx basierte hybride Schichten wurden
hergestellt — transparente, rissfreie Schichten

» Teilweise wurden partikulare Strukturen (100-300 nm) unter der glatten
Oberflache im Falle einer nicht vollstandig vernetzten Schicht gefunden

» Die hergestellten Schichten weisen antiadhasive Eigenschaften
(hydrophob, oleophob) sowie eine Verbesserung der
Abriebbestandigkeit (bis 50%) im Vergleich zu den reinen SiO,-
Schichten auf.

~ HB5880A | —— 30um ¢ HBedeD - - 3pm , HB4%4eE . —— S00nm JEOL
Quelle: TU Darmstadt
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Zukunftige Herausforderungen

1. Wie werden die Nanopartikel in die Schicht eingebaut?
« Elementaranalytische Untersuchungen belegen den Einbau von
Stickstoff in die Schichten
« TEM Untersuchungen belegen, dass die Partikel in der Schicht
vorhanden sind.

2. Prozessoptimierung/- sicherheit bzgl. Reproduzierbarkeit

NIEEN

SiO_-basierte Schicht © Si0/[Si(NCN),],-basierte hybride Schicht

Quelle: TU Darmstadt
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